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В работе проведено исследование процессов генерации и последующего отжига радиационно-индуцированного заряда в структурах металл-диэлектрик-полупроводник (МДП). Плотность положительного радиационно-индуцированного заряда, накапливаемого в подзатворном диэлектрике МДП-структур, является основной информационной характеристикой накопленной дозы в сенсорах радиационных излучений на основе таких структур /1/. Для генерации радиационно-индуцированного заряда в МДП-структурах использовалось воздействие протонами, (-частицами и гамма-излучением /1/. Исследуемые МДП-структуры изготавливались на основе кремния с термическими пленками диоксида кремния, изготовленными по различным технологиям. 

Установлено, что после генерации радиационно-индуцированного заряда значительная его часть может быть стерта посредством термического отжига образцов или сильнополевой инжекции электронов в подзатворный диэлектрик. Показано, при стирании радиационно-индуцированного заряда сильнополевой инжекцией электронов наблюдается более значительный рост плотности поверхностных состояний по сравнению с режимом термического отжига. Предложена модель, описывающая процесс генерации и отжига радиационно-индуцированного положительного заряда в МДП-структурах.  
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